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ホール IC シリーズ 

両極検出ホール IC 
BU52001GUL,BU52011HFV,BU52021HFV,BU52015GUL,BU52025G,BU52053NVX, 
BU52054GWZ,BU52055GWZ,BU52056NVX,BU52061NVX,BD7411G 
 

 
●概要 

両極検出ホール IC は、S 極でも N 極でも磁界を検出したら出力を ON(アクティブ Low)するタイプです。    
両極検出に使用する磁石は S 極、N 極を限定しないためマーキングなどの管理が省略できます。                    
また反転出力端子(アクティブ High)も装備した 2 出力タイプもラインアップしています。 
 

●特長 
 1) 両極検出 
 2) 間欠動作により低消費電流化(BD7411G を除く) 
 3) 超小型・薄型ウエハレベル CSP4 ピン(BU52054GWZ, BU52055GWZ) 
 4) 超小型ウエハレベル CSP4 ピン(BU52015GUL, BU52001GUL) 
 5) 超小型面実装 パッケージ SSON004X1216(BU52061NVX , BU52053NVX, BU52056NVX)  
 6) 超小型面実装 パッケージ HVSOF5(BU52011HFV, BU52021HFV) 
 7) 小型面実装 パッケージ(BU52025G, BD7411G) 
 8) セットに対応した電源電圧ラインアップ 
  1.8V 電源電圧対応 
  (BU52054GWZ, BU52055GWZ, BU52015GUL, BU52061NVX, BU52053NVX  
  BU52056NVX, BU52011HFV) 
  3.0V 電源電圧対応(BU52001GUL) 
  3.3V 電源電圧対応(BU52021HFV, BU52025G) 
  5.0V 電源電圧対応(BD7411G) 
 9) 反転出力付き(BU52015GUL) 
 10) 静電耐圧 8kV(HBM) (BU52056NVX のみ 6kV) 

 
●用途 

携帯電話、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、白物家電など 
 

●ラインアップ 

品名 
電源電圧 動作磁束密度 ヒステリシス幅

パルス
駆動周期

消費電流
(AVG.) 

出力形式 パッケージ 

(V) (mT) (mT) (ms) (A)   

BU52054GWZ 1.65～3.60 +/-6.3 ※ 0.9 50 5.0µ CMOS 出力 UCSP35L1 

BU52055GWZ 1.65～3.60 +/-4.1 ※ 0.8 50 5.0µ CMOS 出力 UCSP35L1 

BU52015GUL 1.65～3.30 +/-3.0 ※ 0.9 50 5.0µ CMOS 出力 VCSP50L1 

BU52001GUL 2.40～3.30 +/-3.7 ※ 0.8 50 8.0µ CMOS 出力 VCSP50L1 

BU52061NVX 1.65～3.60 +/-3.3  ※ 0.9 50 4.0µ CMOS 出力 SSON004X1216

BU52053NVX 1.65～3.60 +/-3.0 ※ 0.9 50 5.0µ CMOS 出力 SSON004X1216

BU52056NVX 1.65～3.60 +/-4.6 ※ 0.8 50 5.0µ CMOS 出力 SSON004X1216

BU52011HFV 1.65～3.30 +/-3.0 ※ 0.9 50 5.0µ CMOS 出力 HVSOF5 

BU52021HFV 2.40～3.60 +/-3.7 ※ 0.8 50 8.0µ CMOS 出力 HVSOF5 

BU52025G 2.40～3.60 +/-3.7 ※ 0.8 50 8.0µ CMOS 出力 SSOP5 

BD7411G 4.50～5.50 +/-3.4 ※ 0.4 - 2.0m CMOS 出力 SSOP5 
※プラスは S 極、マイナスは N 極を表します。 

 

No.10045JGT02
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●絶対最大定格  

BU52054GWZ, BU52055GWZ (Ta=25℃)  BU52015GUL (Ta=25℃) 

項目 記号 定格 単位  項目 記号 定格 単位

電源電圧 VDD -0.1～+4.5※1 V  電源電圧 VDD -0.1～+4.5※3 V 

出力電流 IOUT ±0.5 mA  出力電流 IOUT ±0.5 mA 

許容損失 Pd 100※2 mW  許容損失 Pd 420※4 mW 

動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃  動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃ 

保存温度範囲 Tstg -40～+125 ℃  保存温度範囲 Tstg -40～+125 ℃ 
※1. ただし Pd を超えないこと 
※2. Ta≧25℃の場合 

(24mm×20mm ガラエポ基板実装時) 
1.00mW/℃で軽減 

 ※3. ただし Pd を超えないこと 
※4. Ta≧25℃の場合 

(50mm×58mm ガラエポ基板実装時) 
4.20mW/℃で軽減 

 
 

BU52001GUL(Ta=25℃)  BU52061NVX,BU52053NVX,BU52056NVX (Ta=25℃) 

項目 記号 定格 単位  項目 記号 定格 単位

電源電圧 VDD -0.1～+4.5※5 V  電源電圧 VDD -0.1～+4.5※7 V 

出力電流 IOUT ±1 mA  出力電流 IOUT ±0.5 mA 

許容損失 Pd 420※6 mW  許容損失 Pd 2049※8 mW 

動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃  動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃ 

保存温度範囲 Tstg -40～+125 ℃  保存温度範囲 Tstg -40～+125 ℃ 
※5. ただし Pd を超えないこと 
※6. Ta≧25℃の場合   

(50mm×58mm ガラエポ基板実装時) 
4.20mW/℃で軽減 

 ※7. ただし Pd を超えないこと 
※8. Ta≧25℃の場合 

(70mm×70mm×1.6mm ガラエポ基板実装時) 
20.49mW/℃で軽減 

 
 

BU52011HFV (Ta=25℃)  BU52021HFV (Ta=25℃) 

項目 記号 定格 単位  項目 記号 定格 単位

電源電圧 VDD -0.1～+4.5※9 V  電源電圧 VDD -0.1～+4.5※11 V 

出力電流 IOUT ±0.5 mA  出力電流 IOUT ±1 mA 

許容損失 Pd 536※10 mW  許容損失 Pd 536※12 mW 

動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃  動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃ 

保存温度範囲 Tstg -40～+125 ℃  保存温度範囲 Tstg -40～+125 ℃ 
※9. ただし Pd を超えないこと 
※10. Ta≧25℃の場合 

(70mm×70mm×1.6mm ガラエポ基板実装時) 
5.36mW/℃で軽減 

 ※11. ただし Pd を超えないこと 
※12. Ta≧25℃の場合 

(70mm×70mm×1.6mm ガラエポ基板実装時) 
5.36mW/℃で軽減 

 
 

BU52025G (Ta=25℃)  BD7411G (Ta=25℃) 

項目 記号 定格 単位  項目 記号 定格 単位

電源電圧 VDD -0.1～+4.5※13 V  電源電圧 VDD -0.3～+7.0※15 V 

出力電流 IOUT ±1 mA  出力電流 IOUT ±1 mA 

許容損失 Pd 540※14 mW  許容損失 Pd 540※16 mW 

動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃  動作温度範囲 Topr -40～+85 ℃ 

保存温度範囲 Tstg -40～+125 ℃  保存温度範囲 Tstg -55～+150 ℃ 
※13. ただし Pd を超えないこと 
※14. Ta≧25℃の場合 

(70mm×70mm×1.6mm ガラエポ基板実装時) 
5.40mW/℃で軽減 

 

 ※15. ただし Pd を超えないこと 
※16. Ta≧25℃の場合 

(70mm×70mm×1.6mm ガラエポ基板実装時) 
5.40mW/℃で軽減 
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●磁気特性、電気的特性 
BU52054GWZ (特に指定のない限り、VDD=1.80V、Ta=25℃)   

項目 記号 
規格値  

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 1.65 1.80 3.60 V  

動作磁束密度 
BopS - 6.3 7.9 

mT 
 

BopN -7.9 -6.3 -  

復帰磁束密度 
BrpS 3.5 5.4 - 

mT 
 

BrpN - -5.4 -3.5  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.9 - 

mT 
 

BhysN - 0.9 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.2 - - V BrpN<B<BrpS 
※17 

IOUT =-0.5mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.2 V 
B<BopN, BopS<B ※17 
IOUT =+0.5mA 

消費電流 IDD(AVG) - 5 8 µA 平均値 

起動時消費電流 IDD(EN) - 2.8 - mA 起動時間の消費電流 

待機時消費電流 IDD(DIS) - 1.8 - µA 待機時間の消費電流 

※17  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52055GWZ (特に指定のない限り、VDD=1.80V、Ta=25℃)   

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 1.65 1.80 3.60 V  

動作磁束密度 
BopS - 4.1 5.5 

mT 
 

BopN -5.5 -4.1 -  

復帰磁束密度 
BrpS 1.5 3.3 - 

mT 
 

BrpN - -3.3 -1.5  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.8 - 

mT 
 

BhysN - 0.8 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.2 - - V BrpN<B<BrpS 
※18 

IOUT =-0.5mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.2 V 
B<BopN, BopS<B ※18 
IOUT =+0.5mA 

消費電流 IDD(AVG) - 5 8 µA 平均値 

起動時消費電流 IDD(EN) - 2.8 - mA 起動時間の消費電流 

待機時消費電流 IDD(DIS) - 1.8 - µA 待機時間の消費電流 

※18  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52015GUL (特に指定のない限り、VDD=1.80V、Ta=25℃)                                                  

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 1.65 1.80 3.30 V  

動作磁束密度 
BopS - 3.0 5.0 

mT 
 

BopN -5.0 -3.0 -  

復帰磁束密度 
BrpS 0.6 2.1 - 

mT 
 

BrpN - -2.1 -0.6  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.9 - 

mT 
 

BhysN - 0.9 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.2 - - V 
OUT1: BrpN<B<BrpS  

※19

OUT2: B<BopN, BopS<B 
IOUT = -0.5mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.2 V 
OUT1: B<BopN, BopS<B ※19

OUT2: BrpN<B<BrpS 
IOUT = +0.5mA 

消費電流 1 IDD1(AVG) - 5 8 µA VDD=1.8V,平均値 

起動時消費電流 1 IDD1(EN) - 2.8 - mA VDD=1.8V,起動時間の消費電流 

待機時消費電流 1 IDD1(DIS) - 1.8 - µA VDD=1.8V,待機時間の消費電流 

消費電流 2 IDD2(AVG) - 8 12 µA VDD=2.7V,平均値 

起動時消費電流 2 IDD2(EN) - 4.5 - mA VDD=2.7V,起動時間の消費電流 

待機時消費電流 2 IDD2(DIS) - 4.0 - µA VDD=2.7V,待機時間の消費電流 

※19  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52001GUL (特に指定のない限り、VDD=3.0V、Ta=25℃)  

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 2.4 3.0 3.3 V  

動作磁束密度 
BopS - 3.7 5.5 

mT 
 

BopN -5.5 -3.7 -  

復帰磁束密度 
BrpS 0.8 2.9 - 

mT 
 

BrpN - -2.9 -0.8  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.8 - 

mT 
 

BhysN - 0.8 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.4 - - V BrpN<B<BrpS  ※20 
IOUT =-1.0mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.4 V 
B<BopN, BopS<B ※20 
IOUT =+1.0mA 

消費電流 IDD(AVG) - 8 12 µA 平均値 

起動時消費電流 IDD(EN) - 4.7 - mA 起動時間の消費電流 

待機時消費電流 IDD(DIS) - 3.8 - µA 待機時間の消費電流 

※20  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52061NVX (特に指定のない限り、VDD=1.80V、Ta=25℃) 

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 1.65 1.80 3.60 V  

動作磁束密度 
BopS 2.3 3.3 4.7 

mT 
 

BopN -4.7 -3.3 -2.3  

復帰磁束密度 
BrpS 1.2 2.4 3.4 

mT 
 

BrpN -3.4 -2.4 -1.2  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.9 - 

mT 
 

BhysN - 0.9 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.2 - - V BrpN<B<BrpS 
※21 

IOUT =-0.5mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.2 V 
B<BopN, BopS<B ※21 
IOUT =+0.5mA 

消費電流 1 IDD(AVG) - 4 7 µA VDD=1.8V,平均値 

起動時消費電流 1 IDD1(EN) - 5.0 - mA VDD=1.8V,起動時間の消費電流 

待機時消費電流 1 IDD1(DIS) - 1.8 - µA VDD=1.8V,待機時間の消費電流 

消費電流 2 IDD2(AVG) - 9 16 µA VDD=3.0V,平均値 

起動時消費電流 2 IDD2(EN) - 9.0 - mA VDD=3.0V,起動時間の消費電流 

待機時消費電流 2 IDD2(DIS) - 4.4 - µA VDD=3.0V,待機時間の消費電流 

※21  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52053NVX (特に指定のない限り、VDD=1.80V、Ta=25℃)   

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 1.65 1.80 3.60 V  

動作磁束密度 
BopS - 3.0 5.0 

mT 
 

BopN -5.0 -3.0 -  

復帰磁束密度 
BrpS 0.6 2.1 - 

mT 
 

BrpN - -2.1 -0.6  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.9 - 

mT 
 

BhysN - 0.9 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.2 - - V BrpN<B<BrpS 
※22 

IOUT =-0.5mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.2 V 
B<BopN, BopS<B ※22 
IOUT =+0.5mA 

消費電流 IDD(AVG) - 5 8 µA 平均値 

起動時消費電流 IDD(EN) - 2.8 - mA 起動時間の消費電流 

待機時消費電流 IDD(DIS) - 1.8 - µA 待機時間の消費電流 

※22  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52011HFV (特に指定のない限り、VDD=1.80V、Ta=25℃)   

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 1.65 1.80 3.30 V  

動作磁束密度 
BopS - 3.0 5.0 

mT 
 

BopN -5.0 -3.0 -  

復帰磁束密度 
BrpS 0.6 2.1 - 

mT 
 

BrpN - -2.1 -0.6  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.9 - 

mT 
 

BhysN - 0.9 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.2 - - V BrpN<B<BrpS 
※23 

IOUT =-0.5mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.2 V 
B<BopN, BopS<B ※23 
IOUT =+0.5mA 

消費電流 1 IDD1(AVG) - 5 8 µA VDD=1.8V,平均値 

起動時消費電流 1 IDD1(EN) - 2.8 - mA VDD=1.8V,起動時間の消費電流 

待機時消費電流 1 IDD1(DIS) - 1.8 - µA VDD=1.8V,待機時間の消費電流 

消費電流 2 IDD2(AVG) - 8 12 µA VDD=2.7V,平均値 

起動時消費電流 2 IDD2(EN) - 4.5 - mA VDD=2.7V,起動時間の消費電流 

待機時消費電流 2 IDD2(DIS) - 4.0 - µA VDD=2.7V,待機時間の消費電流 

※23  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52056NVX (特に指定のない限り、VDD=1.80V、Ta=25℃)   

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 1.65 1.80 3.60 V  

動作磁束密度 
BopS - 4.6 6.4 

mT 
 

BopN -6.4 -4.6 -  

復帰磁束密度 
BrpS 2.0 3.8 - 

mT 
 

BrpN - -3.8 -2.0  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.8 - 

mT 
 

BhysN - 0.8 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.2 - - V BrpN<B<BrpS 
※24 

IOUT =-0.5mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.2 V 
B<BopN, BopS<B ※24 
IOUT =+0.5mA 

消費電流 IDD(AVG) - 5 8 µA 平均値 

起動時消費電流 IDD(EN) - 2.8 - mA 起動時間の消費電流 

待機時消費電流 IDD(DIS) - 1.8 - µA 待機時間の消費電流 

※24  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BU52021HFV,BU52025G (特に指定のない限り、VDD=3.0V、Ta=25℃)  

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 2.4 3.0 3.6 V  

動作磁束密度 
BopS - 3.7 5.5 

mT 
 

BopN -5.5 -3.7 -  

復帰磁束密度 
BrpS 0.8 2.9 - 

mT 
 

BrpN - -2.9 -0.8  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.8 - 

mT 
 

BhysN - 0.8 -  

パルス駆動周期 Tp - 50 100 ms  

出力 High 電圧 VOH VDD-0.4 - - V BrpN<B<BrpS  ※25 
IOUT =-1.0mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.4 V 
B<BopN, BopS<B ※25 
IOUT =+1.0mA 

消費電流 IDD(AVG) - 8 12 µA 平均値 

起動時消費電流 IDD(EN) - 4.7 - mA 起動時間の消費電流 

待機時消費電流 IDD(DIS) - 3.8 - µA 待機時間の消費電流 

※25  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 電源投入から、パルス駆動周期の 1 周期後に、出力は確定します。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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BD7411G (特に指定のない限り、VDD=5.0V、Ta=25℃)     

項目 記号 
規格値 

単位 条件 
最小 標準 最大

電源電圧 VDD 4.5 5.0 5.5 V  

動作磁束密度 
BopS - 3.4 5.6 

mT 
 

BopN -5.6 -3.4 -  

復帰磁束密度 
BrpS 1.5 3.0 - 

mT 
 

BrpN - -3.0 -1.5  

ヒステリシス幅 
BhysS - 0.4 - 

mT 
 

BhysN - 0.4 -  

出力 High 電圧 VOH 4.6 - - V 
BrpN<B<BrpS ※26 
IOUT =-1.0mA 

出力 Low 電圧 VOL - - 0.4 V B<BopN, BopS<B ※26   
IOUT =+1.0mA 

消費電流 IDD - 2 4 mA  

※26  B=磁束密度 
 1mT=10Gauss 
 磁束密度はパッケージ上面に磁石の S 極がくる場合を正極とします。 
 耐放射線設計はしておりません。 
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●測定回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機種名 IOUT 

BU52001GUL, BU52021HFV,  
BU52025G, BD7411G 

1.0mA

BU52054GWZ, BU52055GWZ, 
BU52015GUL, BU52061NVX, 
BU52053NVX, BU52056NVX,  
BU52011HFV, 

0.5mA

機種名 IOUT

BU52001GUL, BU52021HFV, 
BU52025G, BD7411G 1.0mA 

BU52054GWZ, BU52055GWZ, 
BU52015GUL, BU52061NVX, 
BU52053NVX, BU52056NVX,  
BU52011HFV, 

0.5mA 

機種名 C

BU52054GWZ, BU52055GWZ, 
BU52015GUL, BU52001GUL, 
BU52061NVX, BU52053NVX, 
BU52056NVX, BU52011HFV, 
BU52021HFV, BU52025G 

2200µF

BD7411G 100µF 

VDD 

VDD 

GND 

OUT 100µF 

V 

外部より磁界を印加し Bop,Brpを測定 

Fig.1   Bop,Brp測定回路図 

Tp 
 

200Ω 

VDD 
VDD 

GND 

OUT
Oscilloscope 

Oscilloscope にて周期をモニタ 

Fig.2   Tp測定回路図 

Fig.3   VOH測定回路図 

Fig.4   VOL測定回路図 

Fig.5   IDD測定回路図 

IDD 
 

VDD 
VDD 

GND 

OUT C 

A 

VOH 

VDD 

VDD 

GND 

OUT 100µF 

V 
IOUT 

VOL 
 

VDD 

VDD 

GND 

OUT 
100µF 

V IOUT 

Bop,Brp 
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●参考データ 
BU52054GWZ (VDD=1.65～3.6V タイプ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU52055GWZ (VDD=1.65～3.6V タイプ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6   Bop,Brp 温度特性
 

Fig.7  Bop,Brp 電源電圧特性
 

Fig.10  IDD 温度特性 Fig.11   IDD 電源電圧特性

Fig.8  TP 温度特性
 

Fig.9  TP 電源電圧特性 
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Fig.12   Bop,Brp 温度特性 Fig.13  Bop,Brp 電源電圧特性 
 

Fig.16  IDD 温度特性 Fig.17   IDD 電源電圧特性

Fig.14  TP 温度特性 

Fig.15  TP 電源電圧特性 
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BU52015GUL, BU52011HFV(VDD=1.65～3.3V タイプ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU52001GUL(VDD=2.4～3.3V タイプ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.24   Bop,Brp 温度特性 Fig.25   Bop,Brp 電源電圧特性

Fig.28  IDD 温度特性 Fig.29  IDD 電源電圧特性

Fig.26  TP 温度特性

Fig.27  TP 電源電圧特性
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Fig.18   Bop,Brp 温度特性 Fig.19  Bop,Brp 電源電圧特性

Fig.22  IDD 温度特性 Fig.23  IDD 電源電圧特性 

Fig.20  TP 温度特性

Fig.21  TP 電源電圧特性 
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BU52061NVX(VDD=1.65～3.6V タイプ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU52053NVX(VDD=1.65～3.6V タイプ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.36   Bop,Brp 温度特性 Fig.37  Bop,Brp 電源電圧特性

Fig.40  IDD 温度特性 Fig.41   IDD 電源電圧特性

Fig.38  TP 温度特性

Fig.39  TP 電源電圧特性
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Fig.30   Bop,Brp 温度特性 Fig.31  Bop,Brp 電源電圧特性

Fig.34  IDD 温度特性 Fig.35   IDD 電源電圧特性

Fig.32  TP 温度特性

Fig.33  TP 電源電圧特性
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BU52056NVX(VDD=1.65～3.6V タイプ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU52021HFV, BU52025G(VDD=2.4～3.6V タイプ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.42   Bop,Brp 温度特性 Fig.43  Bop,Brp 電源電圧特性
 

Fig.46  IDD 温度特性 Fig.47   IDD 電源電圧特性 

Fig.44  TP 温度特性 

Fig.45  TP 電源電圧特性 
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Fig.49   Bop,Brp 電源電圧特性 

Fig.52  IDD 温度特性 Fig.53  IDD 電源電圧特性 

Fig.48   Bop,Brp 温度特性 Fig.50  TP 温度特性 
 

Fig.51  TP 電源電圧特性 
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BD7411G(VDD=4.5V～5.5V タイプ) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.55  Bop,Brp 電源電圧特性 Fig.56  IDD 温度特性

Fig.57  IDD 電源電圧特性

Fig.54  Bop,Brp 温度特性
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●ブロック図 
 

BU52054GWZ, BU52055GWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子番号 端子名 機能 備考 

A1 GND GROUND  

A2 GND GROUND  

B1 VDD 電源供給  

B2 OUT 出力端子  

 
 
 
 

BU52015GUL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.59 

 

端子番号 端子名 機能 備考 

A1 OUT1 出力端子(Active Low)  

A2 OUT2 出力端子(Active High)  

B1 GND GROUND  

B2 VDD 電源供給  

 

Fig.58 
 

裏面 

A1 

B2 B1 

A2 A2 

B2 B1

A1 

表面 

バイパスコンデンサの値は 
セットの電源ノイズなどの 
状況によって調整して 
ください。 

 

 

0.1µF 
 

出力端子は CMOS 出力になっておりますので 
外付けのプルアップ抵抗なしで直接マイコンに 
接続できます。 
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B2 
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バイパスコンデンサの値は 
セットの電源ノイズなどの 
状況によって調整して 
ください。 

 

 

0.1µF 
 

出力端子は CMOS 出力になっておりますので 
外付けのプルアップ抵抗なしで直接マイコンに 
接続できます。 

 

A1,A2
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BU52001GUL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子番号 端子名 機能 備考 

A1 VDD 電源供給  

A2 GND GROUND  

B1 OUT 出力端子  

B2 N.C.  OPEN又はGNDと短絡してください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU52061NVX, BU52053NVX, BU52056NVX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

端子番号 端子名 機能 備考 

1 OUT 出力端子  

2 GND GROUND  

3 N.C.  OPEN 又は GND と短絡してください。

4 VDD 電源供給  
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Fig.60 
 

バイパスコンデンサの値は 
セットの電源ノイズなどの 
状況によって調整して 
ください。 

 

 

0.1µF 
 

出力端子は CMOS 出力になっておりますので 
外付けのプルアップ抵抗なしで直接マイコンに 
接続できます。 
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バイパスコンデンサの値は 
セットの電源ノイズなどの 
状況によって調整して 
ください。 

 

 

0.1µF 
 

出力端子は CMOS 出力になっております 
ので外付けのプルアップ抵抗なしで直接 
マイコンに接続できます。 
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Fig.61 
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BU52011HFV,BU52021HFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子番号 端子名 機能 備考 

1 N.C.  OPEN 又は GND と短絡してください。

2 GND GROUND  

3 N.C.  OPEN 又は GND と短絡してください。

4 VDD 電源供給  

5 OUT 出力端子  

 

 
 
 
 

BU52025G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

端子番号 端子名 機能 備考 

1 N.C.  OPEN 又は GND と短絡してください。

2 GND GROUND  

3 N.C.  OPEN 又は GND と短絡してください。

4 VDD 電源供給  

5 OUT 出力端子  

 

バイパスコンデンサの値は 
セットの電源ノイズなどの 
状況によって調整して 
ください。 

 

 

0.1µF 
 

出力端子は CMOS 出力になっております 
ので外付けのプルアップ抵抗なしで直接 
マイコンに接続できます。 
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バイパスコンデンサの値は 
セットの電源ノイズなどの 
状況によって調整して 
ください。 

 

 

0.1µF 
 

出力端子は CMOS 出力になっております 
ので外付けのプルアップ抵抗なしで直接 
マイコンに接続できます。 
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Fig.62 
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Fig.63 
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BD7411G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

端子番号 端子名 機能 備考 

1 N.C.  OPEN 又は GND と短絡してください。

2 GND GROUND  

3 N.C.  OPEN 又は GND と短絡してください。

4 OUT 出力端子  

5 VDD 電源供給  
裏面 
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33 
表面 
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Fig.64 
 

バイパスコンデンサの値は 
セットの電源ノイズなどの 
状況によって調整して 
ください。 

 

出力端子は CMOS 出力になっております 
ので外付けのプルアップ抵抗なしで直接 
マイコンに接続できます。 
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●動作説明 
(間欠動作) 

 
両極検出ホール IC は間欠動作によって消費電流の低減を     

おこなっています。 
起動時間内でホール素子及びアンプ、コンバレータなどの検出回路

の電源を ON して磁気の検出を行い、待機時間中検出回路は OFF
して、消費電流を抑えます。待機時間中は検出結果を保持して出力

します。 
 
パルス駆動周期の標準値:50ms(MAX100ms) 
起動時間の標準値:48µs 
 
※BD7411G は間欠動作を行っていません。 

 
 
 

(オフセットキャンセル) 
ホール素子は等価的にホイートストンブリッジ回路(抵抗ブリッジ)
で表せます。このブリッジ抵抗の不均衡やパッケージの応力、  

実装時の応力による抵抗値の変化によってオフセット電圧が  

発生します。このオフセット電圧をダイナミックオフセット   

キャンセル回路でキャンセルしています。 
Fig.66 のようにホール素子を接続した場合、ホール素子をつらぬく

方向に磁界を加えるとブリッジ中点の端子に電圧が発生します。 

これをホール電圧といいます。 
ダイナミックオフセットキャンセルは電流の流れる方向を 90° 

切換えるように、この図中の配線を切換えることでホール素子の 

オフセット電圧をキャンセルします。 
そして磁気信号のみをサンプルホールド回路で保持し取り出して

います。 
 
 
 
 
 
 
 

IDD 

待機時間 

起動時間 

パルス駆動周期 50ms 

t 

Fig.65 

+ 

GND 

VDD 

－
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B × 

ホール電圧 

Fig.66 
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(検出磁界と動作) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

両極検出ホール IC はパッケージ上面に対して垂直方向の磁界を検出します。磁石とホール IC の距離が離れていて磁束密度

が動作磁束密度 Bop よりも小さい場合、出力は High レベルになります。磁石を近づけていくと磁束密度が動作磁束密度

Bopに達したポイントで出力はLowレベルに切換わります。出力がLowに切換わったポイントから磁石を遠ざけていくと、

磁束密度が Bop よりも少し小さいポイントで High レベルに復帰します。このポイントの磁束密度を復帰磁束密度 Brp とい

います。このようにヒステリシスを持たせることでノイズなどでの誤動作を防ぎます。 

磁束方向 

B 

Low 

Bop N Brp N Brp S Bop S 0 

High 

N極

磁束密度 [mT] 

S極 
Fig.68 
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ホール IC はパッケージ上面に対して水平方向の磁界は検出できません。 
必ずホール IC のパッケージ上面に対して磁界が垂直になるように設置してください。 

Fig.67 
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●電源投入時の動作について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

両極検出ホール IC は間欠動作をおこなっており、Fig.69 の消費電流グラフの起動時間内で磁界を検出し、その検出結果を

出力端子に出力し、その状態を待機時間の間保持します。 
電源投入から 1 回目の起動時間の完了までは不定区間となります。この不定区間の最大値はパルス駆動周期の最大値になり

ますので、電源投入時のホール IC 出力の読み込みは電源投入からパルス駆動周期の最大値 100ms にパルス駆動周期の電圧

特性と温度特性のマージン分を加えた時間の後におこなうようにしてください。 
 
※BD7411G は間欠動作をおこなっていません。 
 

●磁石の選定について 
永久磁石の代表としてフェライト磁石とネオジウム磁石がありますが、小型機器には体積当たりの磁力が強く小型化が   
可能なネオジウム磁石が最適です。ネオジウム磁石の大きさ(体積)と磁束密度の関係を Fig.70 に示します。Fig.70 は、 
断面が 4mm×4mm 厚みが 1mm、2mm、3mm、の 3 種類のネオジウム磁石からの距離 L と磁束密度の関係のグラフです。

Fig.71 に磁石の大きさと検出距離の目安として、ホール IC の検出距離も示します。BU52011HFV、BU52015GUL の最大動

作磁束密度は 5.0mT なので最小検出距離は厚み t=1mm、2mm、3mm では各々7.6mm、9.2mm、10.4mm になります。  
磁石の検出距離を長くするためには、磁石の厚みを厚くするかまたは断面積を大きくとってください。 
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…磁束密度測定ポイント 
 

Fig.71 磁石形状と磁束密度測定ポイント 

磁石材質: NMX-44CH(材) 

メーカー: 日立金属株式会社 
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●ホール素子位置(参考値) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●参考ランドパターン(実際の設計にあたっては、状況に合わせて適正化を図ってください。) 
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●出力等価回路図 

OUT , OUT1, OUT2 

 

 
 

Fig.72 

出力端子は CMOS 出力(インバータ出力)になっておりますので 
外付けなしで直接マイコンに接続できます。 
また、磁界検出時には外付け抵抗が不要なので抵抗に流れる 
電流が削減できトータルとして低消費電力化できます。 

GND 

VDD 
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●使用上の注意 
1) 絶対最大定格について 

印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合、破壊の可能性があります。破壊した場合、ショートモード

もしくはオープンモードなど、特定できませんので絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズ

など、物理的な安全対策を施すようにお願い致します。 
 

2) GND 電位について 
GND 端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。 
 

3) 熱設計について 
実際の使用状態での許容損失(Pd)を考え、十分マージンを持った熱設計をおこなってください。 
 

4) ピン間ショートと誤装着について 
プリント基板にとりつける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤ってとりつけた場合、IC が破壊する恐れ

があります。また出力間や出力と電源 GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。 
 

5) ホール IC 及び磁石付近の部品対置について 
ホール IC 及び磁石付近に磁性体の部品があると磁界が変化するため検出距離も変化します。 
従いましてホール IC 及び磁石の近くに磁性体の部品が配置されないような設計をしていただくか、やむを得ず配置が近

くなってしまう場合は部品配置後の評価を十分おこなってください。 
 

6) スライド式位置検出について 
Fig.73 のようなスライドによる位置検出で、磁石とホール IC とのギャップ d が短いと、磁石から発生する逆磁界によって

誤動作する場合があります。Fig.74 において、A のポイントと B のポイントでは磁界の向きが逆になります。 
したがって両極検出ホール IC では A のポイントで、S 極を検出し B のポイントでは N 極を検出する可能性があり、      
スライド位置検出ですと、スライド中に 2 回出力が ON してしまう場合があります。Fig.75 は磁石をスライドした場合の

磁束密度のグラフです。磁石をスライドしていくと逆磁界になっていますが、磁石の中心に比べると磁束密度は小さく  
なります。したがって、磁石とホール IC のギャップ d を少し大きくすると、逆磁界がさらに小さくなるので誤動作が     
防げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) 強電界中での動作について 
強電界中のご使用では、誤動作をする可能性がありますのでご注意ください。 
 

8) 共通インピーダンスについて 
電源及び GND の配線は、共通インピーダンスを下げる、リップルをできるだけ小さくする(配線をできるだけ太く短く  
する、L・C によりリップルを落とす)など、十分な配慮をおこなってください。 
 

9) アース配線パターンについて 
小信号 GND と大電流 GND がある場合、大電流 GND パターンと小信号 GND パターンは分離し、パターン配線の抵抗分と

大電流による電圧変化が小信号 GND の電圧を変化させないように、セットの基準点で一点アースすることを推奨します。

外付け部品の GND 配線パターンも変動しないように注意してください。 
 

10) 強い光による影響 
ハロゲンランプ・赤外線などの強い光が IC にあたると誤動作する可能性があります。必要な場合には、遮光などの      
対策をお願いします。実験では、蛍光灯や白色 LED に対して影響はほとんど見られませんでした。 
 

11) 電源設計について 
本 IC は間欠動作しているため、ON 区間にピーク電流が流れます。電源設計時には十分な評価をおこなった上でピーク

電流を考慮に入れた設計をおこなってください。 
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●発注形名セレクション 
 

B U  5 2 0 0 1 G U L - E 2  
  

ローム形名 
BU, BD 

 
品番 
52054, 52055, 52015 
52001,52061, 52053 
52056, 52011,52021 
52025, 7411 

 
パッケージ 
GWZ : UCSP35L1 
GUL : VCSP50L1  
NVX : SSON004X1216 
HFV : HVSOF5  
G   : SSOP5 

包装、フォーミング仕様 
E2: リール状エンボステーピング 
   (UCSP35L1, VCSP50L1) 
TR: リール状エンボステーピング 
   (SSON004X1216, HVSOF5, SSOP5)    
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ご注意 
 
ローム製品取扱い上の注意事項 

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を     

意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、   

身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器
(Note 1)

、輸送機器、

交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特

定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致し

ます。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生

じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。 

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類 
日本 USA EU 中国 

CLASSⅢ 
CLASSⅢ 

CLASSⅡb 
Ⅲ類 

CLASSⅣ CLASSⅢ 
 

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合で     

あっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において

次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。 
①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。 
②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。 

 
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するよう

な特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に  

関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれ   

まして十分に性能、信頼性等をご確認ください。 
①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用 
②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用 
③潮風、Cl2、H2S、NH3、SO2、NO2 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用 
④静電気や電磁波の強い環境でのご使用 
⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。 
⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。 
⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実に 

行うことをお薦め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。 
⑧本製品が結露するような場所でのご使用。 

 
4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。 
 
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に     

実装された状態での評価及び確認をお願い致します。 
 
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ず    

その評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、    

本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。 
 
7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、  

必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。 
 
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。 
 
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは     

一切その責任を負いません。 
 

実装及び基板設計上の注意事項 
1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能  

又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。 
 
2. はんだ付けはリフローはんだを原則とさせて頂きます。なお、フロー方法でのご使用につきましては別途ロームまで 

お問い合わせください。 
詳細な実装及び基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。 
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応用回路、外付け回路等に関する注意事項 
1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品の  

バラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。 
 
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、 

実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路や   

その定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行って 

ください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。 
 

静電気に対する注意事項 
本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、

保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥 

環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの

隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等） 
 

保管・運搬上の注意事項 
1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがあります 

のでこのような環境及び条件での保管は避けてください。 
①潮風、Cl2、H2S、NH3、SO2、NO2等の腐食性ガスの多い場所での保管 
②推奨温度、湿度以外での保管 
③直射日光や結露する場所での保管 
④強い静電気が発生している場所での保管 
 

2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性が  

あります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。 
 
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が

遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する  

危険があります。 
 
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用 

ください。 
 
製品ラベルに関する注意事項 

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的と

したものです。 
 
製品廃棄上の注意事項 

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。 
 
外国為替及び外国貿易法に関する注意事項 

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームに 

お問い合わせください。 
 
知的財産権に関する注意事項 

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに  

関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、

上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を

負いません。 
 
2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権 

その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。 
 

その他の注意事項 
1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。 
 
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。 
 
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で

使用しないでください。 
 
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標

です。 
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一般的な注意事項 
1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載   

される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切   

その責任を負いませんのでご注意願います。 
 

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及び    

ご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。 
 

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された

情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。 
 

 



Datasheet

Part Number BD7411G
Package SSOP5
Unit Quantity 3000
Minimum Package Quantity 3000
Packing Type Taping
Constitution Materials List inquiry
RoHS Yes

BD7411G - Web Page
Distribution Inventory

https://www.rohm.co.jp/products/sensors-mems/hall-ics/omnipolar-detection-hall-ics/bd7411g-product?utm_medium=pdf&utm_source=datasheet
https://www.rohm.co.jp/distribution/-/dinventory/BD7411G-TR/sample/0?utm_medium=pdf&utm_source=datasheet
https://www.rohm.co.jp/distribution/-/dinventory/BD7411G-TR/sample/0?utm_medium=pdf&utm_source=datasheet
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